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第 1 章では，超伝導 3 端子デバイスの開発を目的とした超伝導薄膜作製技術の問題点を指定し，本研
究の意義を明らかにしている。
第 2 章では， GaAs/Nb (或は NbN) /InSb構造を有する新しい超伝導ベースホットエレクトロン


































修めているO まず，新材料の中から ErBaCuO をとりあげ，まったく素性の分からないこの材料の酸
素ストイキオメトリに関する研究を行なっている。この成果により， ErBaCuO高温超伝導材料の薄膜
が著者の手により初めて作製された。今ではこの薄膜が多くの研究機関で作られるようになっている。
高温超伝導材料のエピタキシャル成長が最大の関心事であったが，著者は，インタラプトスバッタ法を
開発してそれにより高品質の高温超伝導エピタキシャル膜が作製できるようになった。
これらの成果は，超伝導材料・エレクトロニクス研究の発展に寄与する所が大きく，本論文は博士論
文として価値あるものと認める。
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